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Лазеры, генерирующие излучение в двухмикронной области спектра, представляют интерес для различных практических приложений: мониторинга газов в атмосфере, медицине, научных исследованиях и т.д. 
Для получения двухмикронной лазерной генерации в твердотельных лазерах используются кристаллы и стёкла, легированные ионами Tm3+ и Ho3+.

Ранее в работах [1–4] нами продемонстрирована возможность получения двухмикронной лазерной генерации на переходе 5I7→5I8 ионов Ho3+ в кристаллах ZrO2-Y2O3-Но2O3 при резонансной накачке на уровень 5I7 этих ионов непрерывным [1], [2], импульсным [3] излучением лазера на кристалле LiYF4:Tm, а также туллиевым волоконным лазером [4].

В настоящей работе нами была получена импульсная генерация в режиме модуляции добротности при непрерывной накачке с использованием акустооптического затвора для различных конфигураций оптической схемы резонатора лазера: линейной, уголковой и П-образной рис. 1(а,б,в).
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Рисунок 1. Оптические схемы импульсных лазеров на кристаллах ZrO2-Y2O3-Но2O3 с различными схемами резонатора: а- линейная, б – уголковая, П-образная.

Импульсы наименьшей длительности равной 44 нс с частотой повторения 1 кГц, и пиковой мощностью 10 кВт получены при реализации линейной оптической схемы резонатора лазера. 
В процессе работы выявлено, что при достижении определённой плотности мощности лазерной генерации на торцах активного элемента возникали «прогары», являющиеся следствием диэлектрического пробоя.
В работе обсуждается природа физических явлений, являющихся причиной диэлектрического пробоя торцов активных элементов из кристаллов ZrO2-Y2O3-Но2O3 при возрастании плотности мощности лазерной генерации.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант №18-29-20039.
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